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Introduction

Le développement de la technologie des circuits intégrés GaAs nécessite entre autres choses un matériau
adéquat pour les substrats semi-isolants. Cela est maintenant réalisé par tirage de cristaux semi-isolants de
GaAs non dopés par la méthode de Czochralski avec encapsulant liquide. L’activité électrique de ce
matériau est dominée par la présence d’un niveau donneur profond associé à un défaut natif, EL2, qui
compense les impuretés peu profondes existant dans le cristal. Ceci a été à l’origine de nombreuses études
sur ce défaut parues dans les dix dernières années, mais c’est seulement depuis peu que la compréhension de
sa structure a fait des progrès significatifs. C’est ce qui nous a incité à rassembler les informations sur EL2
parues dans les deux dernières années dans un numéro spécial de la Revue de Physique Appliquée. Les
articles originaux réunis font le point sur la situation à la mi-87. Les thèmes abordés sont : les rapports entre
les propriétés de EL2 et les dispositifs (S. Miyazawa et al. ), la caractérisation de EL2 en tant que défaut natif
et sa distribution dans le cristal (Y. Mochizuki et al. ; M. Bonnet et al. ; J. P. Fillard), les propriétés optiques
et la métastabilité induite optiquement (M. Kaminska ; B. Dischler et al.), la modélisation de la structure
microscopique de EL2 (D. Stievenard et al. ; B. K. Meyer ; G. A. Baraff) les réactions en phase solide où
intervient EL2 (G. Guillot ; S. Makram-Ebeid et al. ) et pour finir, un point de vue critique sur les différents
modèles proposés pour EL2 (J. C. Bourgoin et al. ).

Les éditeurs de ce numéro spécial remercient vivement les auteurs qui y ont contribué et espèrent que
cette mise à jour stimulera la recherche sur ce défaut important.

H. J. von Bardeleben, B. Pajot
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